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1, Przedmiot arkusza normy, Przedmiotem arkusza nor-

my jest metoda pomiaru natezenia pradu ciemnego fototran-
zys‘toréw (z wyprowadzong lub niewyprowadzona bazg)
przeznaczonych do detekcji promieniowania elekiromagne-

tycznego w zakresie widmowym od A =0,4um do A = 1,8 um,

2, Uktad pomiarowy
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Z - zasilacz pradu statego; A - amperomierz; V- wolto-
mierz; FT - mierzony fototranzystor; KST - termostatycz-

na komora swiattoszczelna,

3,__Wymagania dotyczace elementéw ukiadu pomiarowego

a) temperature obudowy mier zonego fototranzystora na-
lezy utrzymywaé w granicach *0, SOC,

b) wilgotnoéé wzgledna w komorze éwiattoszczelne] nie
powinna byé wieksza niz 75%,

c) komora éwiatioszczelna powinna izolowad fototranzy-
stor od promieniowania elektromagnetycznego o gestosci
mocy promieniowania wigkszej niz 0, IA.|W/<:m2 w zakresie
widmowym od A=0,1um do A= 1,8am,

d) miernik pradu statego powinien stanowié obwéd zwar-
ty, a jesli to nie jest mozliwe, nalety uwzgledni¢ spadek

napiecia na miernikuA; btad powstaty z przyczyn miernika

pradu statego powinien by¢ mniejszy niz:

1% dia natezen pradow wigkszych od 1WA,
3% dia natezed pradéw od 100 nA do 1 LA,
5% dla natezer pradéw od 10 nA do 100 nA,
£10% dla natezeh pradéw od 1 nA do 10 nA,
e) blad woltomierza powinien byé mniejszy niz *1%,
f) uktad powinien umoziiwié¢ pomiar Icp() z bledem nie
wiekszym niz *£20%.

4 Kolejnosé czynnoéci przy pomiarze

a) umieécié mierzony fototranzystor FT w uchwycie znaj-
dujacym sie w termostatycznej komorze &wiattoszczelnej
KST,

b) w przypadku fototranzystora z wyprowadzona baza na-
lezy odizolowaé wyprowadzenie bazy od napigcia zewnetrz-
nego,

c) wtaczyé fototranzystor, ustalajac wymagang wartosé
napigcia pomiarowego UCE i odczytaé jego wartosé na wol-
tomierzuV |

d) ustawié wymagana temperature pomiarowa w komorze
KST, '
e) sprawdzié warto&é napigcia Urp | ewentualnie skory-

gowac,

f) odczytaé wartoéé parametru Icpo na miernikud ,

5, Wyniki pomiaru, Normy przedmiotowe powinny okreé-

laé:

a) wartoéé napiecia statego Ucp, przy ktérym wykonuje
sie pomiar,

b) temperature otoczenia fototranzystora tgmp, jezeli po-
miar wykonuje sie w temperaturze innej ni tamb=25t0,5°C;

c) czas konieczny do stabilizacji warunkéw termicznych

po wiaczeniu fototranzystora,
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